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はじめに 
Mn 基のフルホイスラー合金は, 一部の組成がフェリ磁性であり, また, 伝導電子スピンが完全に偏極した

ハーフメタル材料であるとされている.1) Mn2VAl, Mn2VGa はその代表的な組成であり, バルク試料, 薄膜試料

それぞれの分野でこれまでに数多くの研究結果が報告されている.2-5) 

フェリ磁性ハーフメタルホイスラー合金は強磁性ホイスラー合金と比較して磁化が小さいため、スピント

ルクを利用した磁化反転における電流密度の低減に有効であると考えられる. 更に, Galanakis らの理論計算

に依れば、Mn2VZ (Z = Al 等) ホイスラー合金の Mn サイトを Co で置換することで, Mn の磁気モーメントが

Co のモーメントによって補償され, ある組成で磁化ゼロのハーフメタル材料となるとされており 6), 自在に

磁化の大きさを制御できるハーフメタル材料として興味深い組成である. 

本研究では, (Mn-Co)2VGa 薄膜の Co 組成を系統的に変化させたエピタキシャル薄膜を作製し, その磁気特

性を明らかにすることを目的とした. 

実験方法 
試料は超高真空マグネトロンスパッタ装置を用いて作製した. 基板はMgO (100) 単結晶基板を用いた.成膜

前に Ar イオンで基板表面をミリングし基板表面の不純物を除去したのちに薄膜試料を下地層を用いずに成

膜した. 成膜時には基板温度を室温から 700ºCの間で変化させた. 試料の成膜はMn, Co, V-Gaの 3種の金属タ

ーゲットを用いた同時スパッタにより行い, 薄膜組成は各々のターゲットへの投入電力を変化させることで

調整した. 薄膜の組成分析は電子プローブマイクロアナライザー (EPMA) を用い, 結晶構造, 磁気特性をそ

れぞれ, X 線回折装置(XRD), 振動型磁力計（VSM）を用いて評価した. 

実験結果 
XRD による結晶構造解析の結果, 基板温度を 700ºCとすることで Co 組成 0 – 35at.% の範囲で L21規則構造

を有するエピタキシャル薄膜が得られた. Fig. 1に室温で測定した飽和磁化のCo組成依存性を示す. Co組成の

増大に伴い磁化は線型的に減少を示し, Co 25at.% 以上の組成でほぼゼロとなる. 磁化がゼロとなる組成は文

献 6）の計算結果と一致するものの, 磁化が理論予測通り補償しているかどうかについてはさらなる調査が必

要である. 講演では, 低温での磁化測定, 磁気円二色性による磁気

モーメントの測定結果についても議論する予定である. 
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